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Ziel: Dynamische Charakterisierung von TiO2 basierten Memristoren 

Resistive Speicherzellen (RRAMs) stellen einen vielversprechenden Ansatz für 
die nächste Generation nicht�üchtiger Speicherbauelemente dar. Bei diesen 
Speicherzellen handelt es sich um Metall-Oxid-Metall-Strukturen, die durch 
Anlegen einer Spannung oder eines Stromes reversibel zwischen einem 
hochohmigen und einem niederohmigen Zustand geschaltet werden 
können.  Die Details der physikalischen Vorgänge, die diesem 
Schaltmechanismus zugrunde liegen, sind jedoch noch nicht vollständig 
verstanden. Um die grundlegenden physikalischen E�ekte, die das resistive 
Schalten beein�ussen, zu untersuchen sollen Temperatur- 
sowie –Atmosphärenabhängige elektrische Messungen mit einem hohen 
Dynamikumfang (ns ... s Zeitskala, bzw. GHz ... Hz Frequenzbereich) 
durchgeführt und analysiert werden. Hierzu sollen elektronische Messgeräte 
erweitert und automatisiert werden. Die hochfrequenten Messungen an 
Speicherzellen und die Auswertung der Ergebnisse sind weitere Aufgaben 
der Arbeit.

20.01.2012            *Source Hermes et. al, IEEE EDL, 2011 

Beispiel schnelle Pulsmessung * Nanoskalige Resisitive Speicherzelle 

0 4 8 12 16 20

0

2

4

Time (ns)

Vo
lta

ge
 (V

)

0

100

200

 300

Cu
rr

en
t(

μA
)

Rbefore = 6.4MΩ,    Rafter = 70.0 kΩ


